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１．概要（Summary） 

 リソグラフィー工程で形成される欠陥パターンの検出方

法の検討を行うことを目的としている。まず本課題では、

京大ナノハブの超高精細高精度電子ビーム描画装置を

利用して、約40 nmピッチのレジスト及びシリコンのライン

パターン作成が可能であるかを調べた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 高速高精度電子ビーム描画装置、 

 ウエハスピン洗浄装置、 

 深堀りトドライエッチング装置、 

 超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡、 

 分光エリプソメータ 

【実験方法】 

4 inch シリコンウエ上に市販のレジストを塗布し、高速

高精度電子ビーム描画装置でラインパターンを描画し、

現像後、深堀りトドライエッチング装置を用いて、シリコン

基板上にパターンを転写した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 1に今回作成した 40 nmピッチのレジストのライン

パターンの一例を示す。ラインのエッジラフネスが比較的

大きいものの、露光強度及び時間を調節すれば、40 nm

ピッチのパターンの作成できることが確認できた。ただし、

40 nmピッチ以下では近接効果が大きくなり、ラインパタ

ーンが解像され難くなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 特になし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 

Fig. 1 40 nm-pitch resist line patterns 

generated by an e-beam tool at the Nanohub. 
The scale bar in the figure is 100 nm. 


